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【はじめに】我々は選択成長法を用いた GaN 系
の FinFET型の立体チャネルトランジスタを提案
し、選択成長で Fin構造を形成しその電気的特性
を評価する[1,2]とともにトランジスタの試作も
行って来た[3]。この過程で、形成した Fin 構造
の横方向の過度の低抵抗状態や素子間の大きな
リーク電流を観測していた。この原因が選択成
長のシードとなる GaN 基板表面近傍での低抵抗
領域の形成であると判明し、これがどの工程で
生じるのかを検証したので報告する。 
【Fin 構造の選択成長と高キャリア濃度領域の
発生】Fig.1(a)に GaNの Fin構造の形成プロセス
の概略を示す。基板上に選択成長窓を開けた SiO2

のハードマスクを形成し、その上に GaN を
MOCVDで選択成長する。マスクパターン形成時
に、同図に示すように 1. SiO2の RIE（SF6系）、2. 
Ar雰囲気中 800℃10分のアニール、3. RIE（Cl2/ 
BCl3系）で GaN を極浅くエッチングの各工程を
順に行った。選択成長後の GaN Fin構造の断面で
キャリア濃度分布を走査型マイクロ波顕微鏡
（SMM）法で評価した結果を Fig.1(b)に示す。選
択成長のシード領域の下方の基板 GaN 層中にキ
ャリア濃度が非常に高い領域が認められた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【高キャリア濃度領域発生の原因探索】 
高キャリア濃度領域が GaN 選択成長前の工程で
発生するのか否かを調べるために以下の実験を
行った。Fig.2 に示すように、選択成長の前まで
加工を進め、マスク窓部に現れたシードの GaN
面上に TiN/Ti コンタクト電極を形成した。平面
パターンは transmission line model (TLM)測定用
で形成し（シード部幅は 3 µm、電極間隔は 20～
45 µm）、TLM測定によりシードとなる GaN表面
のシート抵抗を評価した。電極形成前の工程は、

上記の 1.のみ、1.および 2.、1.から 3.まで全ての
3種類の試料を作製した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 前工程 1.の場合の電極間での I-V特性を Fig. 3
に示す。ここからシード部のシート抵抗は 16.7 
kΩ/□と算出した。これは加工前の GaN基板表面
のシート抵抗が MΩ/□のオーダーであることか
ら、顕著に低
抵抗化した領
域が 1.の RIE
プロセスで形
成されたこと
を示唆する。
前工程 2.およ
び 3.の場合は、
1.に比較して
高抵抗化が認
められたが加
工前の状態へ
の回復は起き
なかった 
【まとめ】選択成長 Fin構造の形成時に意図しな
い低抵抗領域が発生する原因はマスク形成時の
RIE によるシード領域 GaN 内への損傷が原因と
考えられる。これを低減する改良プロセスを検
討中である。 
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Fig.1 (a) Process of selective area growth of GaN Fin 
structures. (b) Carrier concentration on crossection of 
grown Fin structures. 
 
 

Fig.2 Fabrication process of test devices to detect low 
resistance region under mask window regions. 
 
 

Fig.3 I-V characteristics on TLM 
electrodes after the SiN RIE process. 
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